附件：
会议预审和讨论的标准项目
	序号
	组别
	计划文号及编号
	项目名称
	牵头单位
	备注

	1 
	第一组
	国标委发〔2026〕10号
20260503-T-469
	锗抛光片
	安徽光智科技有限公司
	讨论

	2 
	
	国标委发〔2026〕10号
20260529-T-469
	砷化镓单晶位错密度的测试方法
	广东先导微电子科技有限公司
	讨论

	3 
	
	国标委发[2025]58号
20255676-T-469
	砷化镓基化合物半导体外延片
	厦门士兰明镓化合物半导体有限公司
	预审

	4 
	
	国标委发〔2026〕10号
20260520-T-469
	太阳能电池用砷化镓基外延片
	中山德华芯片技术有限公司
	讨论

	5 
	
	国标委发〔2025〕47号
20254548-T-469
	电子器件用氮化镓外延片
	北京大学东莞光电研究院
	预审

	6 
	
	国标委发〔2025〕47号
20254549-T-469
	光电器件用磷化铟基外延片
	江苏华兴激光科技有限公司
	预审

	7 
	第二组
	工信厅科[2025]528号
2025-1380T-YS
	流化床法颗粒硅体金属含量的测定  电感耦合等离子体质谱法
	乐山协鑫新能源科技有限公司
	预审

	8 
	
	工信厅科[2025]528号
2025-1379T-YS
	硅多晶表面粉尘含量的测定  重量法
	陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司
	预审

	9 
	
	工信厅科[2025]528号
2025-1381T-YS
	碳化硅用硅粉
	陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司
	预审

	10 
	
	工信厅科[2025]528号
2025-1648T-YS
	硅多晶用硅粉
	洛阳中硅高科技有限公司
	预审

	11 
	
	工信厅科[2026]105号
2026-0028T-YS
	硅多晶副产硅粉组分的测定 第1部分：氯硅烷含量的测定 气相色谱法
	内蒙通威高纯晶硅有限公司
	讨论

	12 
	
	中色协科字〔2025〕162号
2025-043-T/CNIA
	光伏硅单晶拉制用石英坩埚内表面金属杂质含量的测定 电感耦合等离子体质谱法
	四川永祥光伏科技有限公司
	讨论
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